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FIGURE 3

(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a semiconductor-on-insulator substrate for radiofrequency appli-
cations, comprising the following steps: - providing a P-doped semiconductor donor substrate (1), - forming a sacrificial layer (13) on
the donor substrate, - implanting atomic species through said sacrificial layer (13) so as to form in the donor substrate (1) an area of
embrittlement (11) defining a thin semiconductor layer (12) that is to be transferred, - removing the sacrificial layer (13) from the donor
substrate (1) after said implantation, - providing a supporting semiconductor substrate (2) having an electrical resistivity greater than
or equal to 500 Q. cm, - forming an electrically insulating layer (20) on the supporting substrate (2), - bonding the donor substrate (1)
on the supporting substrate (2), the thin semiconductor layer (12) and the electrically insulating layer (20) being at the interface of the
bonding, - detaching the donor substrate (1) along the area of embrittlement (11) so as to transfer the thin semiconductor layer (12)
O from the donor substrate (1) onto the supporting substrate (2).
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(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un substrat de type semi- conducteur sur isolant pour applications
radiofréquences, comprenant les étapes suivantes : - fourniture d'un substrat donneur (1) semi-conducteur dopé de type P, - formation
d'une couche sacrificielle (13) sur le substrat donneur, - implantation d'especes atomiques au travers de ladite couche sacrificielle (13),
de sorte a former dans le substrat donneur (1) une zone de fragilisation (11) délimitant une couche mince (12) semi-conductrice a
transférer, - retrait de la couche sacrificielle (13) du substrat donneur (1) apres ladite implantation, - fourniture d'un substrat support (2)
semi-conducteur présentant une résistivité électrique supérieure ou égale a 500 Q. cm, - formation d'une couche (20) électriquement
isolante sur le substrat support (2), - collage du substrat donneur (1) sur le substrat support (2), la couche mince (12) semi-conductrice
et la couche (20) électriquement isolante étant a l'interface de collage, - détachement du substrat donneur (1) le long de la zone de
fragilisation (11) de sorte a transférer la couche mince (12) semi-conductrice du substrat donneur (1) sur le substrat support (2).



